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１．概要（Summary） 

深紫外波長のエキシマレーザを代替する小型半導体

レーザは、フォトリソグラフィやレーザアブレーションなど幅

広い分野での需要が存在するが、UVC 波長(200~280 
nm)では電流励起によるレーザ発振は難しい。そこで、ワ

ット級の出力が既に実現されている InGaN 系レーザと

非線形光学材料を組み合わせた第 2 次高調波発生

(SHG)が現実的な解と考えられる。本研究では、疑似位

相整合(QPM)による高効率変換を実現することを目的と

して、マスクレス露光機によるAlN導波路の作製と光導波

路評価装置による測定を行ったので報告する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
プラズマ CVD 装置、マスクレス露光装置、リアクテブイ

オンエッチング装置、デジタル顕微鏡、ダイシングソー、

光導波路評価装置 
【実験方法】 

サファイア基板にスパッタ法で 400 nm 厚の AlN を成

膜し、高温アニールで結晶性を向上させたテンプレートを

利用した。導波路パターンを転写するハードマスクとして

SiO2を 200 nm 堆積した。フォトレジストをスピンコーティ

ングし、マスクレス露光装置で導波路パターンを露光した。

サファイア基板裏面からの反射も考慮して、露光量は 110 
mJ(パワーファクタ 75%、掃引速度 3.6 mm/s)とした。撹

拌しながら 1 分間現像した後、リアクテブイオンエッチング

装置でSiO2にパターン転写した。デジタル顕微鏡で設計

通りにパターニングできていることを確認した。さらに Cl2

ガスによる ICP-RIE で AlN をエッチングして導波路構造

を形成し、プラズマ CVD 装置で 2 μｍ厚の SiO2クラッド

を成膜した。最後にダイシングソーで基板を裏面からカッ

トし、導波路端面を形成した。測定には先球ファイバから

光を入出射する光導波路評価装置を利用し、1.55μm 帯

の波長可変レーザを光源に用いた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1 に光学測定時の上面 IR 画像を示す。幅 2 
μm、曲げ半径150 μmの曲げ導波路に光を伝搬させ、微

弱ではあるが出射端にスポットを確認することができた。本

構造における曲げ損失は 0.1 dB と計算から見積もられた

が、マスクレス露光機では滑らかな円を描くことが難しく、

矩形を組み合わせた曲げ導波路になってしまったため、

曲げ損失は大きくなったと予想される。今後はフォトマスク

を使用したリソグラフィ、あるいは電子ビーム露光装置によ

り、損失の低い導波路パターンを形成することを目指す。 
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Fig. 1 Top side IR image at measurement 
 


